Электрические и фотоэлектрические свойства пленок нанокристаллического оксида индия, полученного при низких температурах 
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Нанокристаллический оксид индия (In2O3) широко используется в различных областях современной электроники, например, для создания солнечных элементов, светодиодов, транзисторов. Известно, что свойства пленок оксида индия сильно зависят от метода их синтеза. Из большого количества существующих методов синтеза пленок оксида индия особенно интересным для исследования является недавно разработанный метод плазменно-термического напыления тонких пленок оксида индия [1]. Данный метод, включая в себя все плюсы метода термического испарения (такие как дешевизна и простота), кроме этого позволяет заметно снизить температуру подложки (вплоть до комнатной) в процессе осаждения пленки In2O3. Снижение температуры позволяет наносить данным способом слои In2O3 на различные структуры, не допускающие нагрева до высоких температур. В то же время, для эффективного использования пленок In2O3, полученных таким низкотемпературным способом, необходимо изучить их электрические и фотоэлектрические свойства. В связи с этим в данной работе исследовались проводимость (как на постоянном, так и переменном сигнале) и фотопроводимость пленок In2O3, изготовленные методом плазменно-термического испарения с температурами подложки при осаждении 50(C, 120(C и 150(C
Структура образцов исследовалась методом сканирующей электронной микроскопии. Для проведения электрических и фотоэлектрических измерений на поверхность пленок напылялись алюминиевые контакты. Измерения температурных зависимостей проводимости проводились в области температур 270-470 К. Для исследования фотопроводимости образцы освещались излучением светодиода с длиной волны 385 нм и интенсивностью 5 мВт/см2.
Установлено, что проводимость образцов, измеренная как на постоянном, так и на переменном сигнале, увеличивается с увеличением температуры подложки. На основе годографов, полученных с помощью импедансной спектроскопии, была предложена эквивалентная схема образцов, учитывающая наличие границ между нанокристаллами. Был произведен анализ влияния температуры подложки на параметры эквивалентной схемы. Кинетики фотопроводимости имеют долговременный характер, времена нарастания и спада фотопроводимости увеличиваются при увеличении температуры подожки в процессе осаждения пленки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00741 мол_а. 
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